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ข้อความแห่งการริเร่ิม 

1) วิทยานิพนธ์น้ีไดน้ าเสนอฮามิลโทเนียนท่ีปรับปรุงส าหรับวสัดุเฟร์โรอิเล็กทริกท่ีมีโครงสร้าง
แบบไม่สามารถมีขั้วไดบ้างส่วนเพื่อน าไปศึกษาพฤติกรรมของวสัดุเฟร์โรอิเล็กทริกโดยใชว้ง
ฮิสเทอริซิส P-E และวงฮิสเทอริซิส -E การสร้างวงฮิสเทอริซิสเหล่าน้ีจะใช้แบบจ าลองท่ีมี
ความสมจริงบนพื้นฐานแบบจ าลองดิฟโฟร์ แบบจ าลองไฮเซนเบิร์กท่ีมีอนัตรกิริยาแบบดิฟโฟร์ 
และแบบจ าลองพอทส์ 2 มิติแบบมี 4 สถานะ นอกจากน้ีวทิยานิพนธ์น้ียงัไดก้ าหนดวธีิการระบุ
ต าแหน่งท่ีไม่สามารถมีขั้วได้บางส่วน (ในวิทยานิพนธ์น้ี ความเขม้ขน้พกพร่องจะแสดงถึง
จ านวนต าแหน่งท่ีไม่สามารถมีขั้วได)้ ภายในแบบจ าลองเหล่าน้ี  

2) เพื่อให้เขา้ใจพฤติกรรมฮิสเทอริซิสของวสัดุเฟร์โรอิเล็กทริกท่ีมีโครงสร้างแบบไม่สามารถมีขั้ว
ไดบ้างส่วน ไดมี้การน าสนามภายนอกลกัษณะต่าง ๆ (เช่น สนามไฟฟ้าแบบมีคาบ สนามความ
เคน้แบบคงท่ี สนามความเคน้แบบคาบ หรือการผสมกนัระหวา่งสนามไฟฟ้าและสนามความ
เคน้) มากระท าต่อวสัดุเฟร์โรอิเล็กทริกท่ีพิจารณา 
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STATEMENT OF ORIGINALITY 

1) This thesis have presented the modified Hamiltonian for ferroelectric materials 

with partial non-polarizable structure to investigate their behaviors through the 

polarization-electric field and the strain-electric field hysteresis loops. To generate 

these hysteresis loops, we use more realistic models based on the DIFFOUR 

model, the modified Heisenberg model with DIFFOUR interaction, and 2D four-

state Potts model. We have also proposed how to assign the non-polarizable 

positions (the defect concentration represents the number of non-polarizable 

positions in this thesis) within these models.  

2) In order to further understand the hysteresis behaviors of ferroelectric materials 

with partial non-polarizable structure, we apply various external fields (for 

example, a periodic electric field, a static stress filed, a periodic stress field, or a  

combination of periodic electric and stress field) on our materials to investigate 

how they effect on ferroelectric materials considered. 

 


